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ダブルペロブスカイト酸化物 Sr2TiRuO6薄膜の光電子分光 

Photoemission study on double-perovskite oxide Sr2TiRuO6 films 
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1 はじめに 
 ダブルペロブスカイト酸化物（A2B’B”O6）は異種

BO6 八面体が岩塩型の秩序構造を取り、頂点共有し

た酸化物イオンを介した超交換相互作用により特異

な物性を示す。今回我々は、典型的なペロブスカイ

と酸化物である強磁性金属の SrRuO3 と反磁性バン

ド絶縁体である SrTiO3 を組み合わせた Sr2TiRuO6

（STRO）に着目した。この物質はバルクでは無秩

序な固溶体を形成し、Ti/Ru オーダーに起因する物

性は明らかになっていない。そこで本研究では、速

度論的平衡により準安定相が形成可能なパルスレー

ザー堆積法を用いて薄膜形状でダブルペロブスカイ

ト STRO の合成を行ない、電子状態を調べた。 

2   実験 
 ダブルペロブスカイト STRO 薄膜は、無秩序固溶
体ターゲットを用いて SrTiO3(111)基板上に作製した。
酸素分圧を 100 mTorr に固定し、基板温度を 700℃
から 1000℃まで変化させて薄膜合成を行なった。X
線回折測定により、Ti/Ru オーダーに起因する超格
子反射とペロブスカイト構造に由来する基本反射の
強度比を算出し、オーダー度を決定した。基板温度
930℃で作製した薄膜（Ordered STRO）が最もオー
ダー度が高く 67%、基板温度 700℃で作製した薄膜
（Disordered STRO）ではオーダー度は 5%以下であ
るとの結果を得た。 
 放射光光電子分光は PF の BL2C で行なった。測
定は室温で行ない、hν = 600 eV における全エネルギ
ー分解能はおよそ 150 meV である。 
 
2 結果および考察 
図 1 に STRO 薄膜のフェルミ準位近傍のスペクトル
を示す。Ti が d0

の+4 価状態であることから、観測
された状態密度は Ru 4d 由来である。SrRuO3がフェ
ルミ準位上に鋭い状態密度を持つのに対し、STRO
薄膜ではその状態密度が大幅に抑制されている。ま

た、Ordered STRO では Disordered STRO より抑制が
顕著である。これは Ti/Ru オーダーにより、RuO6八
面体の際近接が全て TiO6 八面体となることで、Ru 
4d 電子のホッピング確率が減少したためと考えられ
る[1]。 

4   まとめ 
 本研究ではダブルペロブスカイト STRO 薄膜を合
成し、光電子分光により電子状態観測を行なった。
その結果、Ti/Ru オーダーによりフェルミ準以上の
状態密度が減少するとの結果が得られた。これは、
B サイトオーダーにより、Ru 4d 伝導電子のホッピ
ング確率が減少したためと考えられる。 
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図 1. Sr2TiRuO6 薄膜のフェルミ準位近傍スペク

トル 
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